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Предложен механизм проводимости поликристаллических высокоомных пленок теллурида кадмия на основе мо-
дели потенциальных барьеров между кристаллитами. Согласно этой модели, понижение высоты потенциальных
барьеров при внешнем смещении сопровождается ростом проводимости пленок и имеет активационную природу.
Пленки получены методом вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме. Установлено, что величина межкри-
сталлитных энергетических барьеров для пленок, полученных при различных технологических условиях, лежит в
пределах ~ 0.3−0.5 эВ. Обнаружена корреляция между межкристаллитными энергетическими барьерами и разме-
рами кристаллитов для пленок, полученных при разных температурах подложки и отжига. На основе температур-
ной зависимости проводимости, а также фотопроводимости поликристаллических образцов можно утверждать, что
основным поставщиком свободных носителей является уровень Ev+0.47 эВ, однако доминирующую роль в прово-
димости играют межкристаллические барьеры. Таким образом, проводимость поликристаллических пленок зави-
сит от числа барьеров не линейно, как показано в литературе, а экспоненциально. При росте толщины пленок про-
порционально увеличивается число энергетических барьеров, включенных последовательно между электродами.
Поэтому при неизменной разности потенциалов (V = 100 В) между электродами пленки напряжение, приложенное
к одному барьеру, будет обратно пропорционально толщине пленок, что и приводит к линейному уменьшению
проводимости с ростом толщины пленок.

Ключевые слова: технология получения тонких пленок, удельное сопротивление, структура, размеры кристал-
литов, облучение, толщина пленок, теллурид кадмия, температура, электрон-вольт, энергия активации, спектр.

Повышение воспроизводимости в технологии создания поликристаллических пленочных
структур является важнейшей задачей микроэлектроники и оптоэлектроники. Ее решение опреде-
ляется возможностью прогнозирования влияния технологических факторов на структуру и элек-
трические свойства пленок [1], что требует моделирования технологических процессов и межопе-
рационного управления.

Следует отметить, что размеры межкристаллитных расстояний (прослоек) имеют статистиче-
ский характер и находятся в пределах от нескольких δmin до δmax [2]. При наличии в пленке просло-
ек δ1, δ2 и δ3 с одинаковым весовым соотношением могут наблюдаться разные изломы на зависи-
мости I-V [3]. Известно [4, 5], что пленки с поликристаллической структурой на границах зерен
могут содержать большое количество энергетических барьеров (до 108 кристаллитов на 1 см2). На
этих барьерах происходит рассеивание и захват носителей тока, которые в основном определяют
степень электропроводности пленок [6]. Проницаемость барьеров экспоненциально зависит от
приложенного напряжения, что выражается в наблюдаемой зависимости тока от напряжения, со-
стоящей из одного или нескольких экспоненциальных участков, наблюдаемых в широком диапа-
зоне значений тока [4, 5]. В наших экспериментах на пленках CdTe наблюдались два или три экс-
поненциальных участка (рис. 1).

Поликристаллические пленки теллурида кадмия на различных подложках получены методом
вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме при помощи вакуумной установки ВУП-5. При
изготовлении наших пленок температура подложки составляла Тп = 493 К, расстояние подложка-
образец R = 8−10 см, ток испарителя – 2.5−5 А, вакуум – 10−5 мм рт.ст.

На рис. 2 представлены рентгенограммы пленок CdTe–CdTe и CdTe–GaAs, а в табл. 1 – струк-
турные характеристики пленок различной толщины. Поскольку структурные изменения в подлож-
ках CdTe и GaAs идентичны, мы проведем анализ для пленок CdTe–CdTe.

Как следует из рис. 2 и табл. 1, изменение толщины от 80 до 200 мкм приводит к уменьшению
интенсивности на 20% и размера кристаллитов на 15%.

Таким образом, более толстые пленки имеют менее совершенную структуру, т.е. кристаллиты
становятся дефектными. Дефекты решетки (вакансии, межузельные атомы, дислокации и т.п.)
приводят к появлению дополнительных центров захвата в запрещенной зоне. В то же время уве-
личение толщины пленки приводит к увеличению количества барьеров. Частичное уменьшение
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